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非隔离降压型 LED 驱动器

特点 

 内置 600V 功率 MOSFET 

 SOP-8 封装,输出电流可高达 260mA 

 谷底开关，高效率，低 EMI 

 PF 可调节至 0.9 

 自动补偿变压器感量变化 

 自动适应输出电压变化 

 短路保护 

 温度保护 

 过压保护 

 开路保护 

 外围元件少 

 工作温度：-40 ~ 100℃ 

概述 

R8121 是一款专用于 LED 非隔离降压型控制器，系统工作在谷底开关模式，效率高，EMI 低，PF 可调

节至 0.9；输出电流自动适应变压器感量变化和输出电压的变化,从而真正实现了恒流驱动 LED。 

R8121 内部集成 600V 功率 MOSFET,采用 SOP-8 封装,输出高达 260mA 的电流,外围只需要很少的器件就

可以达到优异的恒流输出。 

R8121 内部集成了丰富的保护功能，包括过压保护，短路保护，逐周期电流保护，温度保护和软启动

等。 

R8121 具有极低的启动电流和工作电流，可在全电压交流输入（85VAC~265VAC）或 8 到 450V 直流输入

电压内高效驱动 LED。 

应用范围 

    LED 驱动电源。 

管脚排列 

             
                                   R8121CF 
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管脚描述 

管脚号 引脚名称 I/O 引脚功能 

1 CS I 电流采样输入端 

2 VDD POW 电源端 

3 FB I 反馈信号输入端 

4 SOURCE O 内部高压 MOS 的源端 

5,6 DRAIN  内部高压 MOS 的漏端 

7,8 GND POW 接地端 

极限参数 

参数名称 符号 最大工作范围 单位 

电源电压 VDD -0.3~8.0 V 

输入端电压 VI -0.3~ VDD+0.3 V 

输出端电压 VO -0.3~ VDD+0.3 V 

DRAIN 端电压 VDRAIN -0.3~600  

功耗(在 25℃时) CF（SOP8） PD 630 mW 

热阻(在 25℃时) CF（SOP8） ӨJA 250 ℃/W 

ESD 保护（人体模式） ESD 2000 V 

储存温度 TSTG -55~150 ℃ 

结温  150 ℃ 

焊接温度（锡焊，10 秒）  300 ℃ 

   注：超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。以上给出的仅仅是极限范围，在这样的极限条件下工作，器件的技术指标将得不到保证，

长期在这样的工作条件下还会影响可靠性 

电气参数(除非特别注明，TA=25℃) 

参数名称 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

内置稳压器电压 VDD VDD 灌入 1mA 电流 6.1 6.8 7.5 V 

VDD 最大灌入电流 IVDD VDD 灌入电流   10 mA 

最低 VDD 电压 VUVLO VDD 上升，Hys=0.3V 5 5.5 6 V 

启动电流 IST VDD 灌入电流  100 150 uA 

CS 端阈值电压 VCS TA=-45℃~85℃ 410 420 430 mV 

最小 on time TON(min) 设计电感值不要低于最大值 500  800 nS 

FB 端电压(mos 开启

电压) 

VFB1  40 50  mV 

FB 端 电 压 ( 输 出

OVP 电压) 

VFB2  0.8 1.2 1.6 V 

热关断保护温度 TSD   140  ℃ 

温度保护迟滞    20  ℃ 

高压 MOS 导通电阻    4.1 5 Ω  

MOS 漏源击穿电压 VDS(BV)  600   V 
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功能框图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1     R8121 功能框图 

典型应用图 

 

 

前沿消隐 

  稳压源 

  OVP 

输 

出 

驱 

动 

   系统控制器 

  GND 

 
 FB 

 

   COMP 

BIAS & UVLO   VDD 

  DRAIN 

 SOURCE 

 CS 



                                                                                         R8121 

数据手册 2.0                            无锡矽瑞微电子有限公司版权所有   

 - ４ -                                                         

2012-09 

应用信息 

       R8121 是非隔离降压型恒流驱动器,内部集成高压 600V MOSFET,采用 SOP-8 封装,LED 电流可以输

出高达 260mA;R8121 采用谷底开关模式,自适应电感感量和输出电压的变化,只需要很少的外围器件

来实现恒流驱动 LED。 

 

启动 

R8121启动电流很低,典型值为100uA,如果设计系统交流85V启动时,启动电阻为
    

   
 x    =801K.  

 

芯片供电 

R8121 需要用辅助线圈供电,设计辅助线圈(NA)和主线圈匝数(NP)比时,应遵循以下规则: 

  

  
 = 

    

 
 ,假设输出 LED 压降为 90V 时, 那么 

  

  
 = 

    

 
 =10 

 

采样电阻 

         R8121 是一款专用于 LED 非隔离降压型控制器，系统工作在谷底开关模式,只需要很少的外围器

件即可实现高精度的恒流输出。芯片逐周期的检测电感上的峰值电流,CS 端连接芯片内部,并与内部

200mV 的电压进行比较,当 CS 达到内部阈值时,系统会关掉内部功率管。 

                电感峰值电流的计算公式：IPK = 
   

   
（mA），Rcs 为电流检测电阻阻值 

                LED 电流输出公式：ILED = 
   
 
 (mA) 

电感(主线圈)设计 

       R8121 是采用谷底开关模式，系统上电后内部功率管导通，电感电流逐渐上升，当电感电流上升

到 IPK时，内部功率管关断。 

         内部功率管的导通时间如下： 

TON = 
      

        
 

    其中，LP 为主线圈的电感量，VIN 是输入交流整流后的直流电压，VLED 是输出 LED 的正向压降 

    当内部功率管关断后，电感上电流从峰值开始逐渐下降，当电感上电流下降到 0 时，内部功率管开启。 

         功率管的关断时间如下： 

TOFF = 
      

    
 

      电感的计算公式如下： 

LP = 
（              

         
 

    其中 f 为系统的工作频率，当 LP，VLED，IPK一定时，工作频率随 VIN的升高而升高。所以设计系统工

作频率，在最小 VIN 时，不能让系统进入音频范围内(一般不要低于 20k~25k)；在最高 VIN时又不能使

系统的工作频率太高，不要高于 120k（频率太高，功率管功耗太大）。 
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FB 电压检测 

        FB 端的电压决定了系统的工作状态,当 FB 端电压大于 1.20V(典型值) , R8121 会自动判断为输出

过压保护,系统会进入极为省电的打嗝模式,输出过压保护电压如下: 

VOOVP=1.20 x 
  

  
 x 

     

  
 

    R8,R9 请参考典型应用图,其中 R9=10k,不要高于 10k,上述公式中常数 1.20 在设计系统时请选用 0.8(请

参考电气参数中 VFB2) , 假设 VOOVP=90V,从上述公式可以算出 R8=102.5k , 这里我们可以取 110k 电阻

(尽量选大的标称值) , 典型应用图中 C5 一般选择为耐压为 400V 电容。   

    R8121 在进入打嗝模式后,自动检测输出电压,当输出电压低于 VOOVP 时,系统会重新进入正常工作状态。 

 

输出开(短)路保护 

       R8121 内部集成了输出开(短)路保护 , R8121 一旦检测到输出开(短)路,系统会自动进入打嗝模式, 

    直到开(短)路保护条件除去。 

 

过热保护 

      R8121 内部集成了过热保护功能,触发过热保护温度为典型 140℃,当 R8121 被触发过热保护后, 

芯片只有降到 120℃之后,才能重新正常工作。 

 

输入滤波电容 

输入滤波电容应确保整流电压值始终高于 LED 串电压，一个简单判断该电容太小的办法是,当输入 

电压逐渐降低,恒流效果变差,此时应变大该电容。 

 

功率因素校正 

当系统有功率因素要求时，可采用一个简单的无源功率因素校正电路(填谷式)，该电路包含 3 个

二极管 2个电容可将系统功率因素提高到 0.85 以上。 

 

PCB 板设计 

  

 ●C2 电容尽可能靠近芯片 VDD 端 

 ●芯片地线,和功率地线要分开布局, 辅助线圈的地线，R9 的地线尽量要分开布局 

 ●电感(主线圈)的充电回路和放电回路面积都要尽可能的小 
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封装尺寸 

SOP8 封装外形图及尺寸(R8121CF) 
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重要声明： 

·矽瑞微电子有限公司保留不发布通知而对该产品和服务随时进行更改，补充，改进和其它变动的权利。

用户敬请在购买产品之前获取最新的相关信息并核实该信息是最佳的和完整的。所有产品在订单确认后

将遵从矽瑞微电子有限公司的销售条例进行销售。 

·本资料内容未经矽瑞微电子有限公司许可，严禁以其它目的加以转载或复制等。 

·对于未经销售部门咨询使用本产品而发生的损失，矽瑞微电子有限公司不承担其责任。 

                                                                                              

 

无锡矽瑞微电子有限公司销售及服务网点 

无锡矽瑞微电子有限公司 

地址：无锡蠡园经济开发区 A2 四层 

邮编：214071 

电话：(86-0510)8516 7635;80236969 

传真：(86-0510)8516 7135 

网址：www.sirisecn.com 


